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近年、結晶シリコン太陽電池セルの高効率化と、低コスト化を実現できる表面処理技術の開発

が求められている。本研究室では硝酸酸化(NAOS)法により、熱酸化膜よりもリーク電流の少ない

膜密度の高い二酸化シリコン(SiO2)膜を用いれば、太陽電池セル特性を向上させることができる

ことを報告している[1][2]。そこで、今回、硝酸酸化法と酸素雰囲気下及び、水素雰囲気下での

加熱処理による Si表面の新規パッシベ―ション技術の検討を行った。 

シリコン基板を RCA洗浄、フッ化水素酸水溶液による自然酸化膜除去後に硝酸水溶液に浸漬さ

せることで、Si表面上に膜厚 1.1～1.4nmの SiO2膜を形成した(図 1)。その後、酸素中 700℃～900℃

での加熱処理を施し、水素雰囲気中 450℃で加熱した。図 2に、μ-PCD法によって少数キャリア

ライフタイムを評価した結果を示す。小数キャリアライフタイムは、加熱温度と共に大幅に上昇

した。硝酸酸化処理を施すことによって、加熱処理のみのものよりも少数キャリアライフタイム

が増大し、900℃加熱後は 10msを超える少数キャリアライフタイムが得られた。さらに硝酸酸化

を加えなかったものよりも経時変化が少なく、良好な表面パッシベ―ションの効果があることを

確認した。実際にこの硝酸酸化による表面処理をした結晶シリコン太陽電池セルでは、硝酸酸化

を行わなかったものに比べ、光電変換効率が著しく増加することもわかった。 

 

 

 

図 1. μ-PCD測定サンプル構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.硝酸酸化+加熱処理後 n型単結晶シリコンウェーハの少数キャリアライフタイム 
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